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１．概要（Summary） 

化合物半導体である InP 系光導波路デバイスは、光通

信や計測、医療・バイオなど、様々な分野で用いられてい

る。本課題では、我々が開発している光通信用 InP 系量

子井戸をコア層とするマイクロリング共振器（MRR）を有す

る光素子や、マッハ・ツェンダー光変調器（MZM）、多モ

ード干渉素子（MMI）などの光導波路パターンを、電子線

描画装置を用いて作製した。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 
【実験方法】 
1) SiO2 を成膜した InP 系エピタキシャルウエハに電子

ビームレジスト ZEP-520A を塗布し、 ADVANTEST 
F7000S-VD01 を用いて InP 系  MRR、MZM、

MMI 等の光導波路パターンを描画する。 近接効果

の影響を抑制するため、直線部と曲線部では異なるド

ーズ量を採用し（曲線部 68 µC/cm2、直線部 71 
µ/cm2）、幅が 1.5 ミクロン前後で一定となる光導波路

の作製を行った。 
2) 横浜国立大学の塩素系ドライエッチング装置（ICP ド

ライエッチャ）を用いてハイメサ光導波路を作製した。 
3) BCB により光導波路を埋め込んだ後、反応性イオン

エッチング法により導波路部の頭出しを行った。 
4) OEBR-CAP112PM を 塗 布 し 、 ADVANTEST 

F7000S-VD01 を用いて電極リフトオフ用パターンの

描画を行った（ドーズ量 6 µC/cm2、1.5 µm 厚）。  

３．結果と考察（Results and Discussion） 
電子線描画で電極パターニングを行った後のマイクロリ

ング共振器光導波路の光学顕微鏡像を Fig. 1 に示す。

所望の導波路および電極パターニングに成功しているこ

とがわかる。  
今後は、Au を電子ビーム蒸着し、リフトオフプロセスに

より電極パターンを作製する。その後、基板裏面電極の形

成を行い、デバイスを完成させる。 

 
Fig. 1  Optical microscopy image of fabricated 
optical waveguide of InP microring resonators. 
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